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AnsprUche 

C1,J Abr.chirmverf ahren zur Vermeidung von Korona- 
cntladungen am Endabschnitt einer urn eine StSnder- 
wickiung einer elektrischen Maschine angeordneten 
Hauptisolierschicht, 

gekennzeichnet durch 
folgende Schritte: 

- Umwickeln der Hauptisolierschicht an dem Endab- 
sehnitt mit einem Abschirmgrundmaterial, 

- das ein Halbleitermaterial ist, 
und 

- Tranken des Abschirmgrundmater ials und wenigstens 
des Endabschnitts der Hauptisolierschicht, 

so daft beide zu einer Einheit fixiert werden* 

2, Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

- daft als Abschirmgrundmaterial ein durch Verzwirnen 
diskontinuier licher Fasern gebildeter Faden ver- 
wendet wird » 

und 

- daft das Abschirmgrundmaterial und die Hauptisolier- 
schicht unter Vakuum mit Lack getrankt und 

dann zu einer Einheit fixiert Oder gehartet werdeh, 

81-(A 5125-02)-Scho 
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3. Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch ge ke nnze ichne t , 

- dafc das Abschirmgrundmater ial mit einem Faserver- 
klebemittel impragniert wird f 

bevor es und die Hauptisolierschicht als Einheit 
unter Vakuum mit dem Lack getrSnkt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 
dadurch ge ke nnze ich net , 

- da(3 auf das Abschirmgrundmater ial ein Faserverklebe 
mittel aufgebracht wird f 

bevor es und die Hauptisolierschicht als Einheit 
unter Vakuum mit dem Lack getrSnkt werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, 
d ad urch ge kennze ich net , 

- daft das Faserverklebemittel 10-50 Gew.-% Epoxidharz 
und 15-40 Gew.-% Fullstoff mit hoher Dielektri- 
zitatskonstante enthalt, 

so daB es nach dem Harten eine relative Dielektri- 
zitatskonstante von 10-40 hat. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, 
d ad urc h ge ke n nze ic h ne t , 

- da(3 die Hauptisolierschicht und nur ein Teil der 
Langser streckung des Abschirmgrundmater ials in 
Axialrichtung mit dem Harz getrankt und dann als 
Einheit gehartet werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 3, 
d ad urch ge kennze ichne t , 

- daB nur ein Teil des Abschir mgrundmaterials mit 
dem Faserverklebemittel imprSgniert wird , 
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bevor das Abschirmgrundmaterial und die Hauptiso- 
lierschicht als EInheit unter Vakuum mit dem 
Lack getrankt werden* 

8. Verfahren nach Anspruch * f 
dadurch gekennzeichnet , 

- daf3 das Faserverklebemittel nur auf einen Teil des 
Abschirmgrundmaterials aufgebracht wird, 
bevor das Abschirmgrundmaterial und die Hauptiso- 
lierschicht als Einheit unter Vakuum mit dem 
Lack getrankt werden. 
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Verfahren zum Herstellen einer Koronaabschlrmung 
fur die StSnderwicklung einer elektrischen Maschine 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen 
einer Koronaabschirmung fur das Ende der StSnderwicklung 
einer elektrischen Maschine, lnsbesondere zum Verhindern 
der Ausbildung einer Koronaentladung an einem Ende von 
Stander wicklungen , die in einer elektrischen Maschine wie 
einem turbinengetriebenen Generator, einer Induktions- 
maschine etc* vorgesehen sind. 

Eine elektrische Maschine besteht in der Hauptsache aus 
einem Stander, der mit Eisenkernen und Wicklungen ver- 
sehen 1st, und einem LSufer, der drehbar im Stander an- 
geordnet 1st und Eisenkerne und Wicklungen aufweist. 
Nach Fig, 1 1st bei dem Stander eine vorbestimmte Anzahl 
Eisenbleche oder -platten in Axialrichtung aneinander- 
gestapelt und bildet ein Standerpaket 10, und in diesem 
1st eine Nut ausgebildet. In die Nut 1st eine Stander- 
wicklung 11 eingesetzt, die mit einem bestimmten Isolier- 
stoff beschichtet 1st. Bei einer Ublichen Anordnung 
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springt die Standerwicklung 11 In Axialrlchtung aus dem 
Endabschnltt des Standerpakets vor und 1st an elner 
Stelle, die vom Standerpaket 10 urn einen bestimmten 
Betrag beabstandet 1st, rUckwSrts umgebogen. 

In einer so aufgebauten Standerwicklung treten Korona- 
entladungen zwischen dem geerdeten Standerpaket 10 und 
demjenlgen Teil der Standerwicklung 11 auf, der in die 
Nut des Standerpakets 10 eingesetzt 1st, wenn die 
elektrische Maschine 13uft Oder wenn eln Stehspannungs - 
test durchgefUhrt wird. Normalerweise weisen sowohl die 
Nut des Standerpakets 10, in die die Standerwicklung 11 
eingesetzt 1st, als auch derjenige Endabschnltt der 
Standerwicklung 11, der aus der Nut vorspringt, eine Ab- 
schirmung auf, die die Erzeugung von Koronaentladungen 
verhindern soil, Abschi rmungen gegen die Erzeugung von 
Koronaentladungen sind z. B, in der 3A-Patentverof f ent- 
lichung Nr. 43*82/72 angegeben. 

Fig* 2 zeigt einen Endabschnltt einer STander wickl ung , 
der gemaB einem herkommlichen Verfahren zur Vermeidung 
der Erzeugung von Koronaentladungen hergestellt 1st. 
Dabei 1st eine Standerwicklung 1 vorgesehen, urn die eine 
Hauptisolierschicht angeordnet 1st, die durch Umwickeln 
der Standerwicklung mit Glimmerband und anschlieQendes 
Lackieren des Bands hergestellt 1st? eine leitende Wi- 
derstandsschicht 3 ist auf der Oberflache der Nut eines 
Standerpakets, in der die Standerwicklung 1 angeordnet 
ist, vorgesehen, urn die Erzeugung von Koronaentladungen 
zu verhindern, und eine Abschirmschicht 4- ist um die 
Hauptisolierschicht 2 an der AuBenseite der Nut angeord- 
net und mit der leitenden Wider standsschicht 3 verbunden. 
Die Abschirmschicht 4 ist so hergestellt, daO ein halb- 
leitendes Gew^be Oder ein Vliesstoff (nachstehend als 
Grundstoff bezeichnet) 4a um die Hauptisolierschicht 2 
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gewickelt und anschlieftend mit einem Fixiermittel 
4b getrankt Oder beschichtet wird* Der Grundstoff 4a 
ist z. B. ein durch Zwirnen diskontinuier licher Asbest- 
fasern od . dgl. gebildeter Faden. 

GemaB dem vorgenannten her kommlichen Verfahren zur Verhin- 
derung von Koronaent ladungen am Endabschnitt der Stander- 
wicklung 1 wird die Abschirmschicht 4 um die Hauptiso- 
lierschicht 2 herum, die um die Standerwickiung 1 
gewickelt und dann gehSrtet ist, angeordnet und haftet 
daher nicht gut an der Hauptisoiier schicht 2. Somit 
bilden sich an der GrenzflSche zwischen der Abschirm- 
schicht 4 und der Hauptisoiier schicht 2, besonders auf 
der Seite der Abschirmschicht 4, Hohlraume 5 (vgl. Fig. 3) 

Fig, 4 ist eine groBere Ansicht, die einen Ausschnitt A 
des Aufbaus von Fig* 3 zeigt. Wenn an der Grenzflache 
zwischen der Haupti solier schicht 2 und der Abschirmschicht 
4 ein Hohlraum 5 entsteht, wird zwischen einem Punkt P 
auf der dem Hohlraum 5 zugewandten Oberflache der Ab- 
schirmschicht und einem Punkt P^ auf der dem Hohlraum 5 
zugewandten Oberflache der Hauptisoiier schicht 2 eine 
Spannungsdif f erenz erzeugt. Die Erzeugung der Spannungs- 
differenz e wird unter Bezugnahme auf Fig. 4 naher er- 
lautert . 



In Fig. 4 ist I ein elektrischer Strom, der bei Anlegen 
einer Spannung an die Standerwickiung 1 durch die Haupt- 
isoiier schicht 2 fliefit, 1^ ist eine Stromkomponente des 
Stroms I, die in der Oberflache der Haupti solierschicht 
2 fliefct, I ist eine weitere Stromkomponente des Stroms I 
die durch die Abschirmschicht 4 flieBt, R i ist ein Wider- 
stand zwischen Punkten 0 und P, auf der Oberflache der 
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Hauptisolierschicht 2, und R c 1st ein Widerstand zwischen 
Punkten 0 und P auf der OberflSche der Abschirmsc hie h t 4. 



Es 1st bekannt, daft die Spannung sdif f erenz e zwischen 
den Punkten P und P^ durch die folgende Gleichung gegeben 

1st: 



Normalerweise ist der Ober f lSchenwider stand der Abschirm- 

7 9 

schlcht 4- auf einen Bereich zwischen 10 und 10 -flL ein- 

2 5 

gestellt und 1st um einen Faktor von 10 -10 kleiner als 

derjenige der Hauptisolierschicht 2# Somit flieOt der 

grofcere Teil des Stroms I durch die Abschirmschicht * 

und erreicht dann die leitende Widerstandsschich t 3, 

die auf der Oberflache der Nut vorgesehen ist. D. h. t 

im Vergleich zu der Str omkomponente I c ist die Strom- 

komponente 1^ sehr klein. Der Hohlraum 5 ist, wie bereits 

erwahnt, in der Grenzflache der Abschirmschicht b gebil- 

det, und die Wandung des Hohlraums 5 auf der Seite der 

Abschirmschicht ^ ist fils mit Lack beschichtet anzusehen. 

Inf olgedessen ist der Widerstand R^ nahezu gleich dem 

Widerstand R . D. h., I^R^ >> I R 4 . Somit kann das Pro- 
c c c c 1 

dukt I ^ R ^ unbeachtet bleiben, und daher ist die Span- 

nungsdif f erenz e ungefHhr gleich dem Produkt I R . Auf- 

c c 

grund der Spannungsdif f erenz e wird in dem Hohlraum 5 
eine Kor onaent ladung erzeugt. Die so erzeugte Korona- 
entladung nimmt iiber einen Zeitraum zu, wenn die elektri- 
sche Maschine lauft, und damit wird die Abschirmschicht 
4 unwirksam. Ferner wird, wenn innerhalb des Hohlraums 5 
Koronaent ladungen erzeugt werden, die Hauptisolierschicht 
2 brtlich erwarrat, so daB die Verminderung der Isolier- 
eigenschaf ten der Schlcht 2 beschleunigt wird. 
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Aufgabe der Erflndung 1st die Schaffung elnes Verfah- 
rens zum Abschirmen eines Endes einer Standerwick lung 
gegen in einer elektrischen Maschine auftretende 
Koronaentladungen , wobei die Erzeugung von Korona- 
entladungen am Ende der StSnderwicklung zuverlSssig 
vermieden und daher die Ver schlechterung der Eigenschaf- 
ten einer Haupti solier schicht verhindert wird. 

Das Abschirmver f ahren nach der Erfindung zur Vermeidung 
von Koronaentladungen an einem Endabschnitt einer Haupt- 
isolierschicht, die um einen StSnde rwicklungsle 1 ter in 
einer elektrischen Mascliine angeordnet ist, 1st gckcnn- 
zeichnet durch die foigenden Schritte: Umwickein des 
Endabschnitts der Hauptisolier schicht mit einem Ab- 
schirmgrundmaterial , das aus einem Halblei termater ial 
besteht, und Tranken des Abschirmgr undmater ials und we- 
nigstens des Endabschnitts der Hauptisolier schicht mit 
einem Harz zum Fixieren als einhei tlicher Korper. 

Nach der Erfindung wird also auf einem Endabschnitt einer 
Standerwicklung einer elektrischen Maschine, z. B# eines 
turbine nge tr iebenen Generators , einer Induktion smaschi ne 
etc., eine Abschirmschicht so gebildet, daft ein Halb- 
le itergrundmater ial zur Blldung der Abschirmschicht um 
einen Endabschnitt einer auf der Standerwicklung vorge- 
sehenen Hauptisolier schicht gewickelt wird. Sowohl das 
Halbleitergrundmaterial als auch der Endabschnitt der 
Hauptisolierschicht werden mit Harz getrankt und aus- 
gehartet, so da(3 die Abschirmschicht gebildet 1st. Die 
so gebildete Abschirmschicht kann die Erzeugung von 
Koronaentladungen verhindern, und aufierdem besteht 
keine Gefahr der Bildung von HohlrSumen an der Grenz- 
flache zwischen der Abschirm- und der Hauptisolierschicht, 
da beide zu einer Einheit zusammengef tigt sind. 
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Anhand der Zeichnung wird die Erfindung belsplelsweise 
nMher erlSutert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schni ttanslcht eines Endabschni tts 
einer Standerwicklung, die in einer 
elektrischen Maschine vorgesehen ist; 
Fig, 2 Schni ttansichten , die Jewells einen End- 
und 3 abschnitt einer Standerwicklung zeigen, 
der gemaiJ dem Stand der Technik abge- 
schirmt istj 

Fig* 4 eine grttflere Schni ttanslcht , die einen 
Ausschnitt A des Aufbaus nach Fig. 3 im 
Detail zeigt; 

Fig. 5 eine Schni ttanslcht eines Endabschni tts 
einer Standerwicklung , der gemaB dem 
Verfahren nach der Erfindung abgeschirmt 
ist; 

Fig. 6 eine groOere Ansicht, die im Detail einen 

Ausschnitt B des Aufbaus nach Fig, 5 zeigt; 

Fig. 7 eine Grafik, die Spannungsver tei lungske nn- 
linien von Ausf uhrungsbe ispie len einer Ab- 
schirmschicht nach der Erfindung zeigt; 

Fig. 8 eine Schni ttanslcht eines Endabschnitts 
einer Standerwicklung, der gemSfi einem 
anderen Ausf uhrungsbe ispiel des Verf ahrens 
nach der Erfindung abgeschirmt 1st; und 

Fig. 9 eine Grafik, die eine Spannungsverte 1 lung 
in der Abschirmschicht nach Fig, 8 zeigt. 



Fig. 5 zeigt den Endabschnitt einer Standerwicklung, die 
gemafc einem Ausf uhrungsbe ispie 1 des Abschirmverf ahrens 
abgeschirmt ist. Der Aufbau entspricht zum groflten Tell 
demjenigen nach Fig. 2 und wird daher nicht im einzelnen 
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erlautert. Eine Abschirmschicht 1st so ausgebildet f daO 
ein Abschirmgrundmater ial 4a, das ein Halble iter mater ial 
1st, urn eine Haupti solier schicht 2, die urn eine StSnder- 
wicklung 1 gewickelt 1st, nur an einem Endabschnitt der 
Haupti solier schicht 2 gewickelt 1st, so dad dann sowohi 
das Abschirmgrundmater ial 4a und die Hauptisollerschicht 
2 unter Unterd r uckbed ingungen mit einem Lack 4c getrankt 
werden} der Lack 4c 1st z. B. der gleiche Lack, der fur 
die Bildung der Hauptisollerschicht 2 verwendet wurde . 
Ansch liefJend wird das Harz 4c fixiert oder ausgehartet. 
Bei diesem Verfahren werden die Hauptisollerschicht 2 
und die Abschirmschicht 4 zu einer Einheit verbunden, 
so daG an der Grenzf ISche zwischen den Schichten 2 und 
4 keine HohlrSume entstehen. Inf olgedessen kann die 
vorher erwahnte Spannungsdif f erenz e nicht erzeugt wer- 
den, und es besteht keine Gefahr der Erzeugung von 
Kor onaent iadunge n an der Grenzflache zwischen den 
Schichten 2 und 4. Damit wird die Erzeugung von Korona- 
entladungen am Endabschnitt der Stander wic klung 1 zu- 
verlassig verhindert, und die Hauptisollerschicht 2 
erfahrt keine Ver schlechterung ihrer Eigenschaf ten . 

Da das Abschirmgrundmater ial 4a, das bei diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel verwendet wird, eine groGe Anzahl ver- 
zwirnte Fasern umfafit, konnte angenommen werden, daft 
der Widerstand der Abschirmschicht 4 stark erhoht wird, 
wenn der Lack zwischen die Fasern eindringt. Die Fasern 
sind jedoch miteinander durch eine Kapazitat c (vgl. 
Fig. 6 verbunden, und im ubrigen sind die Abstande zwi- 
schen den Fasern sehr klein, da die Fasern zur Bildung 
eines Fadens verzwirnt sind* Im Fall von Wechselspannunge n 
ist daher der kapazitive Blindwiderstand der Abschirm- 
schicht 4 klein im Vergleich zu der durch das Abschirm- 
grundmater ial 4a gegebenen Ohmschen Komponente. Der Lack 
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4c 1st so gewShlt, daO das Abschi rmgrundmater ia 1 4a f 

8 11 

das elnen spezlflschen Wlderstand von 10-10 -XX cm 

7 9 

hat, einen Oberf 13che nwlderstand von 10 -10 JTL nach 
dem Aufbringen des Lacks hat. Dann hat die Abschirm- 
schicht 4 einen Wlderstand von 10-10* XL* Wenn der 
Wider standswert der Abschirmschicht 4 wesentllch liber 
den vorstehenden Werten liegt, kann die Abschirmschicht 
4 als nicht vorhanden angesehen werden, Wenn dagegen 
der Wider standswert der Abschirmschicht 4 so klein lst f 
daft er nahezu gleich dem Wider standswe rt (10 3 -10 5 -fL) 
der leitenden Widerstandsschicht 3 1st, 1st die Ab- 
schirmschicht 4 als Fortsetzung der leitenden Wider- 
standsschicht 3 und daher als unwirksam anzusehen, Es 
1st somit sehr wichtig, da(3 die Abschirmschicht 4 den 
richtigen Wider standswert hat. 

Ferner wird bei diesem Ausf uhrungsbe ispie 1 urn das Ab- 
sc hirmgr undmater ial 4a ein isolierendes Gewebe oder ein 
isolierender Vliesstoff gewickelt, urn den Austritt des 
Lacks 4c, mit dem das Abschirmgrundmaterial 4a getrankt 
wird, zu verhindern. 

In der vorstehenden Erlauterung wurde das Abschirmgrund- 
material 4a mit dem Lack 4c unfcer Vakuum ohne Vorbehand- 
lung getrankt. Wenn es aber erforderlich 1st, einen An- 
stieg des Widerstands des Abschirmgrundmaterials 4a 
infolge des Eindringens des Lacks 4c zwischen die Fasern 
des Abschirmgrundmaterials 4a und der Verhlnderung 
eines unmittelbaren Kontakts zwischen Fasern durch den 
Lack 4c zu vermeiden, wird das Abschirmgrundmaterial 4a 
vorher mit einem Faserver klebemittel getrankt oder ver- 
sehen, das ein Katalysator, ein Harz od # dgl. sein kann. 
In diesem Fall kann das Faserver klebemittel auf das 
Abschirmgrundmaterial 4a entweder vor oder nach dem Urn- 
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wickeln der Hauptisolierschicht 2 mit dem Abschirm- 
gr undmaterial 4a aufgebracht werden. Da das Abschirm- 
grundmaterial 4a mit dem Faserver klebemitte 1 bei 
Atmosph&rendruck getrSnkt wird, dringt das Faser- 
ver klebemittel nicht in einen aus verzwirnten Fasern 
gebildeten Faden ein f sondern die Fadenoberf 13che wird 
mit dem Faserver klebemittel beschlchtet. Damit verhin- 
dert das Faserver klebemittel das Eindringen des Lacks 
4c in den Faden. Somit wird der Wider st and swer t des Ab- 
schirmgrundmaterials 4a nicht durch das Tranken des 
Materials 4a mit dem Lack 4c unter Vakuum beeinfluftt, 
und daher kann der Wider standswert der Abschirmschicht 
4 einfach und genau auf einen erwunschten Wert einge- 
stellt werden. 

Die Auswirkung des Verfahrens nach der Erfindung wird unter 
Bezugnahme auf Fig. 7 erlSutert. Dabei bezeichnet die 
Abszisse x einen Abstand zwischen einem Ende der leiten- 
den Wider stand sschicht 3 und einem Punkt in der Ab- 
schirmschicht 4 in Richtung vom Ende der Schicht 3 zum 
Ende der Schicht 4, also in Ax ialr ichtung , und 
x = 1 Q bezeichnet das Ende der Abschirmschicht 4. Die 
Kurve C zeigt eine Spannungsver teilung in der Abschirm- 
schicht 4, wenn das Abschirmgrundmater ial 4a mit dem 
Lack 4c unter Vakuum ohne Vor behandlung getrankt ist, 
und die Kurve D zeigt die Spannungsverte ilung , wenn das 
Abschirmgrundmater ial 4a mit dem Lack 4c unter Vakuum ge- 
trankt wurde, nachdem es vorher mit dem Faserverklebe- 
mittel behandelt wurde. Im ersten Fall wird der Wider- 
stand der Abschirmschicht 4 dadurch erhoht, dafl der Lack 
4c in den aus Fasern gebildeten Faden eindringt, und 
daher wird der Spannungsgradient in der Abschirmschicht 4 
auf der Seite der leitenden Wider stand sschicht 3 hoch, 
wie aus der Kurve C ersichtllch 1st. Im letzteren Fall 
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dagegen kann der Wider standswert der Abschirmschicht 
4 nicht anstelgen, und damit 1st der Spannungsgr ad ie nt 
in der Schicht 4 niedrig, wie durch die Kurve D an- 
gegeben ist. Wie bereits erwahnt, basiert der Unter- 
schied zwischen den Kurven C und 0 auf einen Diffe- 
renz im Widerst andswert zwischen dem Abschirmgr undma- 
terial 4a ohne Vor behandlung einerseits und dem Ab- 
schirmgrundmaterial mit der vorgenannten Vorbe hand lung 
andererseits. D. h. f durch Anwenden oder Nichtanwenden 
der Vorbehandlung ist der Spannungsgr ad ient in der Ab- 
schirmschicht 4 Snderbar. 

Fig. 8 zeigt ein weiteres Ausf Uhrungsbeispie 1 einer Ab- 
schirmschicht f die mit dem Verfahren hergestellt wird. 
Dabei sind eine Hauptisolierschicht 2 und eine Abschirm- 
schicht 4 ebenso wie bei dem Ausf Uhrungsbe ispie 1 nach 
Fig. 5 zu einer Einheit verbunden, aber nur ein Ab- 
schnitt E der Abschirmschicht 4 nahe der leitenden Wi~ 
derstandsschicht 3 ist mit einem Faserklebemi ttel be- 
handelt. Mit diesem Ausf uhrungsbe ispie 1 sind die glei- 
chen Auswirkungen wie mit demjenigen nach Fig, 5 zu 
erzielen. In diesem Fall ist es allerdlngs moglich, 
in der Abschirmschicht 4 eine nichtlineare Spannungs- 
verteilung entsprechend Fig. 9 auszubilden, und auBer- 
dem sind die Kosten fur die Bildung der Abschirmschicht 
4 niedrig. 

Wenn das oben erwShnte Faserver klebemittel 10-50 % 
Epoxidharz und 5-40 % eines Fullstoffs mit hoher Di- 
elektrizitatskonstante wie Titanoxid enthSlt, so da/3 
das Faserver klebemittel nach dem Harten eine relative 
Dielektrizitatskonstante von 10-40 hat, sind die Fasern 
auch dann, wenn das Faserver klebemittel in einen aus 
Fasern gebildeten Faden eindringt, miteinander durch 
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das Faserver klebemittel mit hoher relativer Dielektri- 

zi tatskonstante verbunden. In diesem Fall 1st der 

kapazitive Blindwlderstand eines Abschirmgrundmater ials 

4a relativ klein. Daher wird unabhSngig davon, wie 

das Faserver klebemittel in den Faden eindringt, der 

Wider st and swert des Abschirmgrundmater ials 4a auf einem 

7 9 

Wert im Bereich von 10 -10 JX gehalten, und daher wird 
eine Abschirmschicht 4 mit stabilem Widerstand erhalten. 

Wie vorstehend erlSutert, werden bei dem Verfahren zum 
Abschirmen eines Endabschnitts einer Stander wic kl ung 
gegen Kor onaent ladungen nach dem Umwickeln eines End- 
abschnitts einer urn eine Standerwicklung vorgesehenen 
Hauptisolier schicht mit einem Abschirmgrundmater ial 
dieses und die Haupti solier schicht als eine Einheit 
unter Vakuum mit Harz getrankt, und dann wird das Harz 
ausgehartet, Dadurch werden das Abschirmgrundmater ial 
und die Hauptisolier schicht zu einer Einheit verbunden, 
so daB an der Grenzflache zwischen beiden weder ein 
Hohlraum noch eine Spannungsdif f erenz entstehen kann. 
Somit werden die Eigenschaf ten der Hauptisolierschicht 
nicht ver schlechtert ♦ Das bedeutet, daft das angegebene 
Verfahren eine sehr gunstige Auswirkung auf elektrische 
Maschinen der eingangs genannten Art hat. 
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